Elementy i uklady elektroniczne
przykladowe zagadnienia na kartkéwke

Cwiczenie 2: Charakterystyka I-U zlacza p-n.
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11.

Mechanizm i zjawiska fizyczne wystepujace podczas powstawania ztacza p-n.
Rodzaje no$nikow tadunku i mechanizmy ich przeptywu w ztaczu p-n.

Sktadowe pradu przeptywajace przez idealne i rzeczywiste ztacze p-n dla polaryzacji
w kierunku przewodzenia i zaporowym.

Model pasmowy ztacza p-n bez polaryzacji, dla polaryzacji w kierunku przewodzenia
i zaporowym.

Co to jest napiecie dyfuzyjne ztacza p-n?. Od czego zalezy jego warto$¢?

Symbol i zasada polaryzacji diody potprzewodnikowe;.

Poréwnanie idealnego ztacza p-n z rzeczywistym (elektryczny schemat zastepczy,
charakterystyka I-U, wzor opisujacy I = f(U), zjawiska fizyczne).

Wzor Shockley'a. Uproszczenie wzoru dla kierunku zaporowego i przewodzenia.
Wzbr opisujacy zaleznos¢ I = f(U) rzeczywistego zlacza p-n.

Poréwnanie charaktreystyj 1-U diod wykonanych z r6znych materiatow
poiprzewodnikowych.

Charakterystyka I-U idealnego i rzeczywistego ztagcza p-n w uktadzie log-lin. Sposob
wyznaczania parametréw ztacza p-n (rezystancja szeregowa, wspotczynnik idealno$ci
zkacza, zastepczy prad nasycenia).

Cwiczenie 3: Diody w ukladach prostowniczych
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Klasyfikacja sygnatéw/pradow zmiennych.

Definicje wartosci $redniej i skutecznej pradu i napigcia.

Pojecie prostowania i filtrowania napigcia/pradu.

Dlaczego dioda jest elementem prostowniczym? Jakie parametry diody sg istotne

w uktadach prostowniczych?

Zasada dziatania, przebiegi napig¢ 1 pradow w uktadzie prostownika
jednopotowkowego, dwupoldéwkowego oraz mostka Graetza.

Rola filtra pojemnosciowego na wyjsciu uktadu prostownika (przebiegi czasowe
napi¢¢ na wyjsciu w uktadzie bez i z filtrem).

Dobor pojemnosci kondensatora w celu uzyskania zadanej warto$ci napigcia tetnien.

Cwiczenie 4: Stabilizator napiecia z dioda Zenera
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Zjawisko/pojecie przebicia w elektronice.

Mechanizmy przebicia w ztgczu p-n spolaryzowanym w kierunku zaporowym (opis
zjawisk fizycznych oraz wymagania materiatowo-konstrukcyjne dla danego
mechanizmu przebicia).

Zakres pracy (polaryzacja) diody stabilizacyjnej.

Charakterystyka I-U diody stabilizacyjnej. Parametry dopuszczalne

I charakterystyczne.

Schemat i zasada dziatania uktadu stabilizatora napi¢cia z diodg Zenera. Rola
rezystora szeregowego w ukladzie stabilizatora.

Zasada doboru rezystora szeregowego w ukladzie stabilizatora napigcia.
Definicja i typowe wartosci wspolczynnika stabilizacji napigcia.



Cwiczenie 5: Tranzystor bipolarny
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9.

Wyjasnienie pojecia ,tranzystor bipolarny”.

Symbol tranzystora bipolarnego, stany pracy i zasada polaryzacji.

Uktady pracy tranzystora bipolarnego (WE, WB, WC).

Zasada 1 opis dziatania tranzystora bipolarnego w uktadzie WE 1 WB.

Opis og6lny czwornika w uktadach elektronicznych.

Opis tranzystora bipolarnego w uktadzie WE 1 WB za pomoca modelu czwoérnika
matosygnatowego.

Definicje parametrow macierzy [h] tranzystora pracujacego w uktadzie WE i WB.
Charakterystyka wejsciowa, przejSciowa i wyjsciowa tranzystora bipolarnego
pracujacego w uktadzie WE 1 WB.

Sposob wyznaczania parametréw matosygnatowych macierzy [h] z charakterystyk
statycznych.

10. Parametry katalogowe tranzystora bipolarnego.

Cwiczenie 6: Wzmacniacz tranzystorowy
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Zasada polaryzacji tranzystora bipolarnego w uktadzie WE, aby pracowat jako
wzmacniacz.

Parametry ograniczajace zakres pracy aktywnej tranzystora w uktadzie WE.

Pojecia punktu pracy, statycznej i dynamicznej prostej pracy tranzystora bipolarnego
w uktadzie wzmacniacza WE.

Model zastepczy tranzystora dla matych sygnatoéw zmiennych, matych czgstotliwosci.
Schemat wzmacniacza tranzystorowego w uktadzie WE. Rola poszczegolnych
elementow.

Zasada stabilizacji punktu pracy we wzmacniaczu WE z rezystorem emiterowym.
Wzmocnienie napigciowe wzmacniacza.

3-dB pasmo przenoszenia czgstotliwosci — definicja i wyznaczenie pasma na
podstawie wykresu.

Sposob przeliczenia wzmocnienia napieciowego wyrazonego w [V/V] na warto$¢ na
skali decybelowe;j.

Cwiczenie 7: Tranzystor polowy MOSFET
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Pojecie ,,tranzystor unipolarny”, ,.,tranzystor polowy”.

Wyjas$nij, jakimi wlasciwosciami charakteryzujg si¢ tranzystory polowe MOSFET
1 czym si¢ rdznig od tranzystoréw bipolarnych.

Klasyfikacja tranzystorow polowych.

Zasada dziatania tranzystora MOSFET z kanatem indukowanym/wzbogacanym.
Symbole i zasada polaryzacji tranzystora MOSFET z kanatem
indukowanym/wzbogacanym typu n oraz typu p

Przekroje struktury tranzystora MOSFET z kanatem indukowanym/wzbogacanym
typu n oraz typu p.

Charakterystyka przejsciowa i wyjsciowa tranzystora MOSFET z kanatem
indukowanym/wzbogacanym typu n oraz typu p.

Wyznaczanie parametrow gds, gm 0raZ Rps-on z charakterystyki przejsciowe;j

1 wyjéciowej tranzystora MOSFET.

Schemat uktadu zastgpczego tranzystora E-MOSFET w uktadzie wspolnego zrodta
z elementami macierzy [g].



Cwiczenie 8: Elementy optoelektroniczne

1. Efekt fotoelektryczny wewnetrzny w potprzewodniku samoistnym i domieszkowanym
— warunki progowe, przedstawienie na modelu pasmowym.

Na czym polega detekcja §wiatta za pomoca elementow potprzewodnikowych?
Rodzaje fotodetektorow potprzewodnikowych — budowa, klasyfikacja.
Charakterystyka I-U oraz parametry fotodiody/fotorezystora/fototranzystora.

Co to jest krawedz absorpcji optycznej materiatu 1 od czego zalezy?

Ogolna charakterystyka i parametry diod LED oraz diod laserowych.

Transoptory — budowa, wtasciwosci i zasada dziatania.

Rodzaje uktadow transoptorow.

Parametry i zastosowanie transoptorow.

CoNOR LN

Cwiczenie 9: Uklady scalone CMOS
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Pojecie logiki dodatnie;.

2. Symbole i tabele prawdy podstawowych bramek logicznych dziatajacych w logice
dodatniej.

Schemat elektryczny, zasada dziatania oraz przekroj struktury inwertera CMOS.
Podstawowe parametry statyczne i dynamiczne uktadow CMOS.

Charakterystyka przejsciowa bramki CMOS. Poda¢ oczekiwane warto$ci napigé
stanow logicznych oraz przelaczania.

6. Porownanie budowy i parametrow bramek wykonanych w technologii TTL i CMOS.
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